






ОтмечеЮiые недостатки не носят принципиального характера и не 

снижают общую высокую оценку уровня диссертационной работы. 

В целом диссертация Ненашева Г.В. демонстрирует высокий уровень 

научной проработки, содержит значимые экспериментальные и теоретические 

результаты, которые подтверждают актуальность, новизну и практическую 

значимость работы. Автором предложены оригинальные подходы к созданию 

композитных функциональных материалов, а также разработаны устройства, 

перспективные для энергонезависимых запоминающих систем, органической 

электроники и нейроморфных процессоров. Работа полностью соответствует 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Физико-Техническом 

институте имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук», предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а её автор, Ненашев Г.В., несомненно, 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 1.3 .11 - Физика полупроводников. 
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